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Aufgabenstellung:  

Es ist ein Spannungsteiler aus drei MOSFET - Transistoren zu berechnen. 

Gegeben: 

 UBAT = 15V 
 UGS1 = 3V 

 UGS2 = 4 + ⋅0,25 KatNr = 9,5V220,254 =⋅+  

 IDS (gewählt) = 10µA 
 

 βsquare = 141,561µ
2V

A
 

UTh = 0,8189V 
Siehe Anhang 1 

 

Gesucht: 

Berechnung von W und L jedes Transistors. 
Simulation der Schaltung. 
Vergleich des berechneten mit dem simulierten Querstrom. 
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Berechnung: 

Umformung: 
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( ) 221
V

A
4,204µ2

818903

10µ
β =⋅











−
=

,

 

 
L1 = 34µm 

1,0097µm
141,561µ

4,204µ
µ43W1 =⋅=  

M2: 

UGS2 = 9,5V 
IDS = 10µA 
 

( ) 222
V

A
0,2654µ2

8189059

10µ
β =⋅











−
=

,,

 

 
L2 = 535µm 

1,002µm
141,561µ

0,2654µ
535µW2 =⋅=  
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Schaltung / Simulation: 

2.487V

0V

2.487V
NMOS

M2
L = 535u
W = 1.002u

0A -9.533pA

12.01V

V1

15V

9.842uA

0V

0

NMOS

M3
L = 20u
W = 1u

-9.842uA

0A -2.497pA

0

15.00V

NMOS

M1
L = 34u
W = 1.0097u

0A

9.842uA

-3.000pA

 



Bernhard Wintersperger  6 / 6 

Anhang 1: 

Berechnung von ββββsquare und UTh 

 
ugs1= 8;

ugs2= 6;

ids1= 0.00365;

ids2= 0.00190;

uth= 9Iugs1−è!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ids1êids2 ∗ugs2M í I1− Iè!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ids1êids2MM=
 

 {0.818927} 

b= 9H2∗ids2LêHugs2−uthL2= 
 {{0.000141561}} 

Ergebnis: 
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